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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gesteilt 
© Halbleitervorrichtung 

© Es wird eine Halblertervorrichtung mit einem Halblerterele- 
ment beschrieben, das an einer ersten Flache eines Anbau- 
teils angebracht ist. Das Anbauteil hat einen Randbereich, 
der mtt einem Teil von FormguBmaterial rahmenformig 
vergossen wird. Eine zweite Flache des Anbauteils, an der 
das Halblerterelement nicht angebracht ist, hat au&erhaib 
des Randbereichs einen nicht mit dem Formg immaterial 
vergossenen mrttigen Bereich, der eine freiliegende Rache 
biidet, die zur Au&enseite der Vorrichtung hin offen ist. Die 
Dicke des rahmenformig auf den Bereich der zweite n Flache 
des Anbauteils aufgebrachten Anteils des Formgu&materiats 
kann auf einfache Weise verringert werden, urn damlt die 
Dicke der Vorrichtung zu verringern. Da das Formgu&materi- 
al nicht die ganze zweite Rache uberdeckt, sind sowohl die 
m Formungseigenschaften als auch die Warmeabstrahlungsei- 
genschaften verbessert. 
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Die Erfindung bezieht sich auf eine Halbleitervorrich- 
tung und insbesondere auf eine Halbleitervorrichtung, 
in der ein Halbleiterelement an einer Ansatzflftche eines 
Anbauteils angebracht ist, wfthrend ein Teilbereich der 
nicht belegten Flftche des Anbauteils rahmenfdrmig mit 
einem FormguBmateriai vergossen ist 

Ein Beispiel fflr eine Halbleitervorrichtung nach dem 
Stand der Technik ist in einer Schnittseitenansicht in 
Fig. 10 gezeigt GemftB der Figur hat die Vorrichtung 
ein Halbleiterelement 1, das mittels eines Klebemittels 3 
an einer Flftche eines Anbauteils 2, nftmlich der gemftB 
Fig. 10 oberen Flftche des Anbauteils 2 angebracht ist 
Mit dem Halbleiterelement i sind durch Dr&hte 4 Innen- 
leiter 5 elektrisch verbunden. Das Halbleiterelement 1, 
das Anbauteil 2, das Klebemittel 3, die Drfihte 4 und die 
Innenleiter 5 sind mit einem FormguBmateriai 6 zu einer 
Baueinheit vergossen. Bestimmte Abschnitte von Lei- 
tern, die sich von den Innenleitern 5 weg aus dem Form- 
guBmateriai 6 heraus erstrecken, bilden AuBenleiter 7. 

Bei der herkfcmmlichen Halbleitervorrichtung mit 
dem vorstehend beschriebenen Aufbau hat die einge- 
gossene Vorrichtung eine Gesamtdicke D, das Halblei- 
terelement 1 hat eine Dicke di und der an der Unterseite 
bzw. an der Rflckseite des Anbauteils 2 angegossene 
Teil des FormguBmaterials 6 hat eine Dicke cfc. Wenn 
die gesamte Dicke D der eingegossenen Baueinheit ver- 
ringert wird, um die ganze Dicke der Halbiehervorrich- 
tung zu verringern, wird dementsprechend die Dicke 62 
des rflckw&rtigen Teils des FormguBmaterials 6 verrin- 
gert Bei einem Harz-FormguBprozeB kann dieser Teil 
des FormguBmaterials 6 nicht derart geformt werden, 
daB er die rfickwftrtige Flftche des Anbauteils 2 vollstftn- 
dig Qberdeckt, und es k6nnen daher die FormguBeigen- 
schaften des FormguBmaterials 6 beeintrfichtigt sein. Es 
k6nnte zwar die Dicke di des Halbleiterelements 1 
selbst verringert werden, jedoch ist es nicht leicht, diese 
Dicke ohne Nachteile wie beispielsweise ohne Herab- 
setzung der Zuverlftssigkeit des Halbleiterelements 1 zu 
verringern. 

In der letzten Zeit entstand auf dem Markt der Bedarf 
an Halbleitervorrichtungen mit starker Wftrmeabstrah- 
lung bzw. starker KQhlung. Zum Erzielen einer starken 
Wftrmeabstrahlung einer Halbleitervorrichtung kann 
diese beispielsweise derart gestaltet werden, daB das 
Anbauteil 2 an der AuBenseite der Vorrichtung frei 
Uegt 

Ein Beispiel ftlr eine Halbleitervorrichtung nach dem 
Stand der Technik, die mit einem freiliegenden Teilbe- 
reich gestaltet ist, ist in Schnittseitenansicht in Fig, 11 
dargestellt GemftB Fig. 11 Uegt die ganze rQckwftrtige 
Flftche des Anbauteils 2 frei Dadurch ist jedoch die 
mechanische Spannung bzw. Belastung an einem Rand- 
bereich 2A des Anbauteils 2 konzentriert Dies stelh 
einen Nachteil dadurch dar, daB das FormguBmateriai 6 
und das Anbauteil 2 sich an der Grenzflftche zwischen 
diesen voneinander I6sen k&nnen, wodurch die Zuver- 
lftssigkeit der Halbleitervorrichtung beeintrftchtigt wird. 

Bei den herk&mmlichen Halbleitervorrichtungen be- 
stehen somit die folgenden Probleme: An einem an der 
rflckwftrtigen Seite des Anbauteils angebrachten Be- 
reich des FormguBmaterials sind dessen Formungsei- 
genschaften verschlechtert und bei einem Aufbau, bei 
dem-das Anbauteil teilweise freiliegt, um eine starke 
Wftrmeabstrahlung zu erzielen, ist die Zuverlftssigkeit 
der Halbleitervorrichtung beeintrftchtigt 

Der Erfindung liegt die Auf gabe zugrunde, eine Halb- 



leitervorrichtung zu schaffen, die gute Formungseigen- 
schaften hat und starke Wftrmeabstrahlung sowie hohe 
Zuverlftssigkeit zeigt 

Die Aufgabe wird erfindungsgemftB mit einer Halb- 
5 leitervorrichtunggemfiB Patentanspruch 1 ge]6st 

Vorteilhafte Ausgestaltungen der erfindungsgemft- 
Ben Halbleitervorrichtung sind in den UnteransprQchen 
aufgefQhrt 

Die Erfindung wird nachstehend anhand von A usf Oh- 
io rungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnung 
nfther erlautert 

Fig. 1 ist eine Schnittseitenansicht einer Halbleiter- 
vorrichtung gemftB einem ersten AusfQhrungsbeispiel 
der Erfindung. 

15 Fig. 2 ist eine Draufsicht auf die in Fig. 1 gezeigte 
Vorrichtung von der Rflckseite der Vorrichtung her. 

Fig. 3 ist eine Schnittseitenansicht der erfindungsge- 
mfiBen Halbleitervorrichtung gemftB einem zweiten 
AusfflhrungsbeispieL 
20 Fig. 4 ist eine Schnittseitenansicht der erfindungsge- 
mftBen Halbleitervorrichtung gemftB einem dritten Aus- 
fflhrungsbeispieL 

Fig. 5 ist eine Schnittseitenansicht der erfindungsge- 
mftBen Halbleitervorrichtung gemftB einem vierten 
25 AusfflhrungsbeispieL 

Fig. 6 ist eine Schnittseitenansicht der erfindungsge- 
mftBen Halbleitervorrichtung gemftB einem fflnften 
AusfflhrungsbeispieL 
Fig. 7 ist eine Schnittseitenansicht der erfindungsge- 
30 mftBen Halbleitervorrichtung gemftB einem sechsten 
AusfflhrungsbeispieL 

Fig; 8 ist eine Schnittseitenansicht der erfindungsge- 
mftBen Halbleitervorrichtung gemftB einem siebenten 
AusfflhrungsbeispieL 
35 Fig. 9 ist eine Draufsicht auf die in Fig. 8 gezeigte 
Vorrichtung von der Rflckseite der Vorrichtung her. 

Fig. 10 ist eine Schnittseitenansicht einer Halbleiter- 
vorrichtung nach dem Stand der Technik. 

Fig- 1 1 ist eine Schnittseitenansicht einer anderen 
40 Halbleitervorrichtung nach dem Stand der Technik. 



1. Ausfflhrungsbeispiel 

Eine Halbleitervorrichtung gemftB dem ersten Aus- 
45 fflhrungsbeispiel der Erfindung ist in Fig. 1 und Fig. 2 
jeweils in einer Schnittseitenansicht bzw. in einer Drauf- 
sicht auf die Rflckseite der Vorrichtung dargestellt In 
diesen Figuren und in den anderen Figuren bezeichnen 
gleiche Bezugszeichen die gleichen oder einander ent- 
50 sprechende Bestandteiie. GemftB Fig. 1 und 2 hat die 
Halbleitervorrichtung ein Halbleiterelement 1, das an 
einer ersten, gemftB Fig. 1 oberen Flftche eines Anbau- 
teils 2 angebracht ist Das Anbauteil 2 hat einen Randbe- 
reich 2a, der mit einem Teil eines FormguBmaterials 6 
55 rahmenfdnnig vergossen ist Eine zweite Flftche des An- 
bauteils 2, an der das Halbleiterelement 1 nicht ange- 
bracht ist hat einen mittigen Bereich, der nicht zu dem 
Randbereich des Anbauteils 2 gehdrt und der nicht in 
das FormguBmateriai 6 eingeformt ist Dieser mittige 
60 Bereich der zweiten Flftche des Anbauteils 2 bildet eine 
frei liegende Flftche 2b, die zur AuBenseite der Vorrich- 
tung hin bloBgelegt ist 

Selbst wenn bei der Halbleitervorrichtung mit der 
vorstehend beschriebenen Gestaltung die ganze Dicke 
65 der Halbleitervorrichtung verringert wird, wobei die 
Gesamtdicke D der mit dem FormguBmateriai 6 vergosr 
senen Einheit auf einen verhftltnismftBig kleinen Wert 
verringert wird und auch die Dicke cb des Anteiis des 
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FormguBmaterials 6 auf der zweiten Flache des Anbau- 
teils 2 auf einen verhaitnismaBig sehr kleinen Wert ver- 
ringert wird, ist lediglich derjenige Anteil des FormguB- 
materials 6 zu formen, der einer Breite <U des Randbe- 
reichs 2a an der zweiten Flache des Anbauteils 2 ent- 5 
spricht Daher ist es wahrend eines Harz-FormguBpro- 
zesses mit einer GieBform nicbt erforderlich, die Form 
mit Harz fQr die ganze zweite Flache des Anbauteils 2 
zu beschicken, so daB damit der HarzformguB erleich- 
tert ist Dieser HarzformguB ergibt far die Breite 6a 10 
einen maximalen Wert, der f Or das Erzielen einer ausrei- 
chenden Bindung zwischen dem FormguBmaterial 6 und 
dem Anbauteil 2 erforderlich ist. 

Wenn als Breite 64 des Randbereichs 2a der zweiten 
Flache ein kleiner Wert gewahlt wird, ist dies insofern 15 
vorteilhaft, als der Fiacheninhalt der freiliegenden Fia- 
che 2b groBer wird, wodurch die Abstrahlungswirkung 
stfirker wird. Da der Randbereich 2a des Anbauteils 2 
eingegossen ist, ist es moglich, die bei der in Fig. 11 
dargestellten Gestaltung auftretende Konzentratton 20 
der mechanischen Spannung an dem Rand 2A zu verrin- 
gern. 

Auf diese Weise ergibt sich erne Halbleitervorrich- 
tung, die gute Formungseigenschaften und starke War- 
meabstrahlung hat und mit der den Anforderungen hin- 25 
sichtlich bestimmter Eigenschaften von Halbleitervor- 
richtungen, namlich hinsichtlich der Abstrahlungseigen- 
schaften und der Zuveriassigkeit entsprochen werden 
kann. 

30 

2. Ausfiihrungsbeispiel 

Die erfindungsgemaBe Halbleitervorrichtung gemaB 
dem zweiten Ausfuhrungsbeispiel ist in Schnittseitenan- 
sicht in Fig. 3 dargestellt Diese Halbleitervorrichtung 35 
ist eine sog. "lead-on-chip"- bzw. LOG- Vorrichtung, bei 
der Innenleiter 5 Qber dem Halbleiterelement 1 liegen. 
Da sich bei der Halbleitervorrichtung dieser Art die 
Innenleiter 5 Qber das Halbleiterelement 1 erstrecken, 
ist im Vergleich zu der in Fig. 1 gezeigten Halbleitervor- 40 
richtung die gesamte Dicke der eingegossenen Einheit 
urn die Dicke der Innenleiter 5 und die Dicke eines 
zwischen die Innenleiter 5 und das Halbleiterelement 1 
eingebrachten Anteils des FormguBmaterials 6 vergrd- 
Bert Daher hat dann, wenn die gieiche gesamte Dicke D 45 
wie bei der in Fig. 1 gezeigten Vorrichtung angesetzt 
wird, das FormguBmaterial 6 bei der in Fig. 3 gezeigten 
Vorrichtung eine noch geringere Dicke d3 als die ver- 
gleichbare Dicke bei der in Fig. 1 dargestellten Vorrich- 
tung. Bei dem zweiten Ausfuhrungsbeispiel ist daher der 50 
VorteD weiterentwickelt, der sich durch die erfindungs- 
gemaBe Gestaltung ergibt, bei der der Randbereich 2a 
des Anbauteils 2 rahmenfdrmig mit dem FormguBmate- 
rial 6 vergossen ist, wobei die Formungseigenschaften 
stark verbessert sind. 55 

3. Ausfuhrungsbeispiel 

Die Halbleitervorrichtung gemaB dem dritten Aus- 
fuhrungsbeispiel ist in Schnittansicht in Fig. 4 darge- 60 
stellt Dieses Ausfiihrungsbeispiel unterscheidet sich 
von demjenigen nach Fig. 1 darin, daB an der zweiten 
Fiache des Anbauteils 2 an der freiliegenden Flache 2b 
ein Isolator 8 angebracht ist Der Isolator 8 kann auf die 
freiliegende Flache 2b nach einem Verfahren wie Ver- 65 
gieBen, Siebdruck oder Tauchen aufgebracht werden. 
Diese Gestaltung ist beispielsweise dann zweckdienlich, 
wenn es durch bestimmte Eigenschaften des Halbleiter- 
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elements 1 erforderlich ist, daB das Anbauteil 2 ein Mas- 
sepotential ergibt, oder dann, wenn entsprechend den 
Bedingungen, unter denen die Halbleitervorrichtung 
einzusetzen ist, die Vorrichtung einen Aufbau haben 
muB, der von dem in Fig. 1 dargestellten verschieden ist 

Wenn beispielsweise ein an dem Anbauteil 2 ange- 
brachter AnschluB 20 durch mindestens einen Draht 4 
elektrisch mit dem Halbleiterelement 1 verbunden ist 
und das Anbauteil 2 mit Masse verbunden wird, kdnnte 
wahrend des tatsachlichen Einsatzes der Halbleitervor- 
richtung an dem Halbleiterelement 1 ein KurzschluB 
oder eine Stromableitung entstehen. Wenn die Gefahr 
besteht, daB externe Drahte oder dergleichen mit der 
freiliegenden Flache 2b der Vorrichtung in Kontakt 
kommen kdnnten, wird durch das Anbringen des Isola- 
tors 8 an der freiliegenden Flache 2b ein KurzschlieBen 
des Halbleiterelements 1 verhindert 

Der Isolator 8 kann auch nach einem anderen Verfah- 
ren als den vorangehend genannten auf die freiliegende 
Flache 2b aufgebracht werden. Ferner kann der Isolator 
8 entweder vor oder nach dem VergieBen des Halblei- 
terelements 1 usw. mit dem FormguBmaterial 6 ange- 
bracht werden. 

4. Ausfiihrungsbeispiel 

Die erfindungsgem£Be Halbleitervorrichtung gemaB 
dem vierten Ausfiihrungsbeispiel ist in Schnittansicht in 
Fig. 5 dargestellt GemaB Fig. 5 unterscheidet sich die- 
ses Ausfiihrungsbeispiel von demjenigen nach Fig. 1 
darin, daB das Halbleiterelement 1 an dem Anbauteil 2 
durch ein Bindemittel 3a befestigt ist, das ein isolieren- 
des Harz enthait Diese Gestaltung ist dann wirkungs- 
voll, wenn die riickwartige Flache des Halbleiterele- 
ments 1 ein Massepotential ergeben soil, beispielsweise 
dann, wenn die ruckwartige Flache mit MetaJl uberzo- 
gen ist DiL, mit dieser Gestaltung konnen durch Kon- 
takt an der freiliegenden Flache 2b verursachte Kurz- 
schlusse oder Ableitungen allein durch Verwendung des 
isolierenden Harzes 3a als Bindemittel fur das Befesti- 
gen des Halbleiterelements 1 an dem Anbauteil 2 ver- 
hindert werden, ohne daB ein gesonderter ProzeB erf or- 
deziichist 

5. Ausf Qhrungsbeispiel 

Die erfindungsgemaBe Halbleitervorrichtung gemaB 
einem funften Ausfuhrungsbeispiel ist in Schnittansicht 
in Fig. 6 dargestellt Das in Fig. 6 gezeigte Ausfuhrungs- 
beispiel unterscheidet sich von demjenigen nach Fig. 1 
darin, daB an der freiliegenden Flache 2b des Anbauteils 
2 mittels eines elektrisch leitenden Bindemittels 10 ein 
AnschluBelement 9 angebracht ist Die AuBenleiter 7 
der Halbleitervorrichtung werden wahrend eines Ein- 
bauens nach einem Verfahren wie einem Dampfphasen- 
Flachenlotverfahren oder einem Infrarot-Aufschmelz- 
verfahren mit Leiterbahnen 11a einer gedruckten Schal- 
tungsplatte 11 verbunden. Bei diesem ProzeB wird das 
AnschluBelement 9 mittels eines elektrisch leitenden 
Bindemittels 12 an einem Masseteil lib der gedruckten 
Schaltungsplatte 11 befestigt, so daB das Halbleiterele- 
ment 1 von der gedruckten Schaltungsplatte 11 her di- 
rekt ein Massepotential erhalten kann. In diesem Fall 
wird natOrlich das Bindemittel 3, mit dem das Halbleiter- 
element 1 an dem Anbauteil 2 befestigt ist, aus einem 
elektrisch leitenden Material hergestellt Das elektrisch 
leitfahige Bindemittel 12 ist beispielsweise ein Lot mit 
niedrigem Schmelzpunkt Das AnschluBelement kann 
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aus einem Material wie Cu oder CuW bestehen. Ob- 
gleich hinsichtlich der fur das AnschluBelement 9 ver- 
wendeten Materialien keine besondere ^m^ ni y-finki ing 
besteht, ist es durch das Wahlen eines Materials wie Cu 
mit hoher Wanneleitfahigkeit enndgiicht, eine sekundS- 
re Wirkung dadurch zu enrielen, daB die W&nneabstrah- 
lung der Halbleitervorrichtung verbessert wird. 

6. AusfQlirungsbeispiel 

Die erfindungsgemaBe Halbleitervorrichtung gemaB 
dem sechsten AusfQhrungsbeispiel ist in Schnittseiten- 
ansicht in Fig, 7 dargestellt GemaB Fig. 7 unterscheidet 
sich dieses AusfQhrungsbeispiel dadurch, daB die freilie- 
gende Fiache 2b des Anbauteils 2 gem&B dieser Figur 
nach oben gerichtet ist und eine obere frei liegende 
Fiache der Halbleitervorrichtung bfldet, wahrend die 
AuBenleiter 7 auf entsprechende Weise geformt sind. 
Ferner ist an der freiliegenden Fiache 2b mit einem 
Klebemittel 14 ein KQhlkdrper 13 bef estigt Das Anbrin- 
gen des KQhlkdrpers 13 erm6glicht eine wehere Ver- 
besserung der Abstrahlungseigenschaften der Halblei- 
tervorrichtung. Wenn das Klebemittel 14 ein isoHeren- 
des Klebemittel ist, ist es m&glich, die Isolationswirkung 
zu erzielen, die derjenigen bet dem in Fig. 4 dargestell- 
ten dritten AusfQhrungsbeispiel gleichartig ist Die glei- 
che Wirkung kann auch dadurch erzielt werden, daB der 
KQhlkdrper 13 mit einem Isolator flberschichtet wird. 
Der KOhlkdrper 13 kann einstQckig mit dem Anbauteil 2 
ausgebildet werden. 

7. AusfQhrungsbeispiel 

Die erfindungsgemaBe Halbleitervorrichtung gemaB 
dem siebenten AusfQhrungsbeispiel ist in den Fig. 8 und 
9 dargestellt, welche jeweils eine Schnittseitenansicht 
und eine Draufsicht von der RQckseite der Vorrichtung 
her sind GemaB diesem* Flguren unterscheidet sich die- 
ses AusfQhrungsbeispiel dadurch, daB auf der zweiten 
Fiache des Anbauteils 2 GrQbchen 25 ausgebildet sind, 
die das FlieBen des FormguBmaterials 6 verhindern. Im 
einzelnen sind die GrQbchen 25 fQr das Verhindern des 
FlieBens an der zweiten Fiache an einer ersten Stelle, 
die in dem mit einem Anteil 6a des FormguBmaterials 6 
rahmenfdrmig vergossenen Randbereich 2a des Anbau- 
teils 2 liegt, und an einer zweiten Stelle ausgebildet, die 
angrenzend ist, aber nicht mit dem den Rahmen bilden- 
den Anteil 6a des FormguBmaterials 6 vergossen ist Die 
zweite Fiache des Anbauteils 2 hat einen mittigen Be- 
reich, auf den kein FormguBmaterial 6 aufgebracht ist 
und der die freiliegende Fiache 2b der Vorrichtung bil- 
det Die Bildung der GrQbchen 25 ist insofern vorteil- 
haft, als selbst dann, wenn das FormguBmaterial 6, das in 
einer GieBform 30 geformt wird, von einer Stelle weg, 
an der der Anteil 6a des FormguBmaterials 6 gebildet 
werden sollte, nach innen zu flieBt, die Einw§rtsstr5- 
mung des FormguBmaterials 6 durch die GrQbchen 25 
angehalten wird, wodurch es ermOglicht ist, das Form- 
guBmaterial 6 mit hoher Genauigkeit zu formen. An 
dem mittigen Bereich der zweiten Fiache des Anbauteils 
2 sind keine GrQbchen 25 fQr das Verhindern einer Str6- 
mung ausgebildet, so daB ausreichend Warmeabstrah- 
lungseigenschaften gewfihrleistet sind. 

GemaB der vorstehenden Beschreibung ist die Halb- 
leitervorrichtung derart gestahet, daB sich die folgenden 
Vorteile ergeben: Die Konzentration mechanischer 
Spannungen an einem Rand des Anbauteils ist verrin- 
gert, wodurch eine hohe Zuveriassigkeit erreicht wird, 
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auf den freiliegenden Bereich der rttckwartigen Fiache 
des Anbauteils, an der das Halbleiterelement nicht an- 
gebracht ist, wird kein FormguBmaterial aufgebracht, 
wodurch das FormgieBen erieichtert ist, und das Form- 
guBmaterial kann eine sehr geringe Dicke haben, wo- 
durch die Formungseigenschaften des FormguBmateri- 
als verbessert sind. Ferner kann dann, wenn das Halblei- 
terelement mit einem isolierenden Bindemittel an dem 
Anbauteil bef estigt ist, eine Isolierung des Halbleiterele- 
ments erzielt werden, ohne daB ein gesonderter ProzeB 
erforderlich ist Wenn an der freiliegenden Fiache, die 
durch einen Bereich der rQckwartigen Fiache des An- 
bauteils gebildet ist, ein KQhlk6rper angebracht wird, 
kdnnen die Abstrahlungseigenschaften der Halbleiter- 
vorrichtung verbessert werden. Wenn an der rQckwarti- 
gen Fiache des Anbauteils an einer ersten Stelle in ei- 
nem mit einem Anteil des FormguBmaterials rahmen- 
fSrmig vergossenen Randbereich des Anbauteils und 
einer an die erste Stelle angrenzenden und nicht mit 
20 dem FormguBmaterial Qberdeckten zweiten Stelle 
GrQbchen zum Verhindern eines Material Flusses aus- 
gebildet werden, kann der Randbereich des Anbauteils 
mit einem Teil des FormguBmaterials derart vergossen 
werden, daB dieses nicht zu der Mitte der rQckwartigen 
25 Fiache des Anbauteils ilieBt 

Es wird eine Halbleitervorrichtung mit einem Halb- 
leiterelement beschrieben, das an einer ersten Fiache 
eines Anbauteils angebracht ist Das Anbauteil hat einen 
Randbereich, der mit einem Teil von FormguBmaterial 
30 rahmenfSrmig vergossen wird. Eine zweite Fiache des 
Anbauteils, an der das Halbleiterelement nicht ange- 
bracht ist, hat auBerhalb des Randbereichs einen nicht 
mit dem FormguBmaterial vergossenen mittigen Be- 
reich, der eine freiliegende Fiache bildet, die zur AuBen- 
35 sehe der Vorrichtung hin offen ist Die Dicke des rah- 
menfOrmig auf den Bereich der zweiten Flfiche des An- 
bauteils aufgebrachten Anteils des FormguBmaterials 
kann auf einfache Weise verringert werden, um damit 
die Dicke der Vorrichtung zu verringern. Da das Form- 
guBmaterial nicht die ganze zweite Fiache Qberdeckt, 
sind sowohl die Formungseigenschaften als auch die 
Warmeabstrahlungseigenschaften verbessert 

PatentansprQche 

1. Halbleitervorrichtung, die ein Halbleiterelement, 
ein Anbauteil mit einer ersten Fiache, an der das 
Halbleiterelement fest angebracht ist, Innenleiter 
fQr die elektrische Verbindung mit dem Halbleiter- 
element, Verbindungsvorrichtungen, Qber die das 
Halbleiterelement und die Innenleiter miteinander 
elektrisch verbindbar sind, ein FormguBmaterial, 
mit dem das Halbleiterelement, das Anbauteil, die 
Innenleiter und die Verbindungsvorrichtungen ver- 
gossen sind, und AuBenleiter aufweist, die sich von 
den Innenleitern weg aus dem FormguBmaterial 
heraus erstrecken, wobei die Innenleiter und die 
AuBenleiter jeweils innere und auBere Abschnitte 
von Leitern bilden, dadurch gekennzeichnet, daB 
das Anbauteil (2) einen Randbereich (2a) hat der 
rahmenfSrmig in einen Teil des FormguBmaterials 
(6) eingegossen ist, und daB eine zweite Fiache des 
Anbauteils, an der das Halbleiterelement nicht an- 
gebracht ist, auBerhalb des Randbereichs eigen 
nicht mit dem FormguBmaterial vergossenen mitti- 
gen Bereich hat, der eine zur AuBenseite der Vor- 
richtung freiliegende Oberflache (2b) der Vorrich- 
tung bildet 
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Z Halbleitervorrichtung nach Ansprucfa 1, gekenn- 
zeichnet durch einen Isolator (8), der auf den mitti- 
gen Bereich (2b) der zweiten Flache des Anbauteils 
(2) aiif gebracht ist. 

3. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, 5 
dadurch gekennzeichnet, dafi die Innenleiter (5) 
Ober dem Halblefterelement (1) angeordnet sind. 

4. Halbleitervorrichtung nach einem der vorange- 
henden AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, dafi 
das Halbleiterelement (1) an dem Anbauteil (2) mit- 10 
tels eines isolierenden Btndemittels (3a) befestigt 
ist 

5. Halbleitervorrichtung nach einem der vorange- 
henden Ansprttche, dadurch gekennzeichnet, daB 
an dem mittigen Bereich (2b) der zweiten Flache 15 
des Anbauteils (2) ein Ktthlkarper (13) angebracht 
ist 

6. Halbleitervorrichtung nach einem der vorange- 
henden Ansprtiche, dadurch gekennzeichnet, dafi 
an dem Anbauteil (2) an dessen zweiter Flache 20 
GrQbchen (25) zum Verhindern eines FlieBens aus- 
gebildet sind, die an ersten und zweiten Stellen der 
zweiten Flache gebildet sind, wobei die ersten Stel- 
len in dem mit dem Teil (6a) des FonnguBmaterials 
(6) rahmenfSrmig vergossenen Randbereich (2a) 25 
des Anbauteils liegen, wahrend die zweiten Stellen 
den ersten Stellen benachbart sind und nicht in das 
Formgufimaterial eingegossen sind. 
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